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Opis przedmiotu zamowienia podtdz do wzrostu nanostruktur na
systemie MBE — Riber Compact21

I Podtoza CdZnTe [100], 5% ZnTe
Rozmiary:
10mm x 10 mm (+0.2) -szt. 20
Grubos¢ — 800+£50 um
Orientacja: (100)+0.3 stopnie
Przewodnictwo: pot-izolacyjne
Obrébka powierzchni: Trawienie Nakagawa < 1x10° cm™
Precypitaty: $r. <2 um

Powierzchnia koricowa: polerowane jednostronnie

Il. Podtoza CdZnTe [112], 5% ZnTe

Rozmiary:

10mm x 10 mm (+0.2) - szt. 20

20 mm x 20 mm (+0.2) —szt. 6

Grubos¢ —800+50 um

Orientacja: (100)+0.3 stopnie

Przewodnictwo: pot-izolacyjne

Obrébka powierzchni: Trawienie Nakagawa < 1x10° cm™

Precypitaty: sr. <2 um

Powierzchnia koficowa: polerowane jednostronnie
lll. Podtoza GaAs

Rozmiary:

2”7 (+2 %) —szt. 50

3" (£2 %) —szt. 8

Grubos$¢ —800+50 um



Orientacja: (100)+0.3 stopnie
Przewodnictwo: pét-izolacyjne
Obrébka powierzchni: Trawienie Nakagawa < 1x10° cm™
Precypitaty: sr. <2 um
Powierzchnia kofncowa: polerowane jednostronnie
IV. Podtoza InP
Rozmiary:
2”7 (£2 %) —szt. 20
3”7 (£2 %) —szt. 10
Grubosé — 800+£50 um
Orientacja: (100)+0.3 stopnie
Przewodnictwo: pét-izolacyjne
Obrdébka powierzchni: Trawienie Nakagawa < 1x10° cm
Precypitaty: $r. <2 um
Powierzchnia koricowa: polerowane jednostronnie

Uwagi dodatkowe: Dostawca podtéz jest odpowiedzialny za przygotowanie ich do procesu
wzrostu na MBE — RIBER COMPACT 21

Zamowienie zostanie zrealizowane w jednej dostawie.
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